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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成25年8月22日(2013.8.22)

【公開番号】特開2013-138214(P2013-138214A)
【公開日】平成25年7月11日(2013.7.11)
【年通号数】公開・登録公報2013-037
【出願番号】特願2013-13738(P2013-13738)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  23/12     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/60     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  23/12    ５０１Ｐ
   Ｈ０１Ｌ  21/92    ６０２Ｐ
   Ｈ０１Ｌ  21/92    ６０２Ｋ

【手続補正書】
【提出日】平成25年6月3日(2013.6.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の面と、前記第１の面においてアクセス可能なコンタクトとを有するマイクロエレ
クトロニクス素子と、
　前記マイクロエレクトロニクス素子の前記第１の面にコンプライアントな材料を堆積さ
せることによって形成される複数のコンプライアントなバンプであって、前記コンプライ
アントなバンプの各々が、前記第１の面から離間した上部面と、前記上部面から離れる方
向に伸びる傾斜遷移面とを有し、少なくとも１つの前記コンタクトの少なくとも一部が前
記コンプライアントなバンプのそれぞれの前記傾斜遷移面を超えて露出されている、複数
のコンプライアントなバンプと、
　前記コンプライアントなバンプのそれぞれの前記傾斜遷移面と前記上部面とに沿って伸
び、前記コンタクトに接続されている導電性トレースと、
　前記コンプライアントなバンプの各々の上にあり、かつ前記マイクロエレクトロニクス
素子の前記第１の面から離れる方向に突出する少なくとも１つの硬い金属ポストであって
、前記トレースのうちの１つのトレースによって前記硬い金属ポストの各々が少なくとも
１つの前記コンタクトと電気的に接続され、前記硬い金属ポストの各々は、前記トレース
から直接伸びかつ前記トレースの高さを超えて該ポストの高さへと伸びるモノリシック金
属層を有し、前記モノリシック金属層は、銅、銅合金、金、及びニッケルからなる群から
選択された少なくとも１つの金属から構成され、前記硬い金属ポストの各々は、前記コン
プライアントなバンプに隣接するベースと、前記コンプライアントなバンプから離れてい
る先端部とを有し、前記コンプライアントなバンプの各々は、その表面にある前記硬い金
属ポストを、前記マイクロエレクトロニクス素子の前記コンタクトに対して移動させるこ
とができる、少なくとも１つの硬い金属ポストと、
　前記導電性トレースの部分を覆い、露出上部面と開口部とを有しているはんだマスクで
あって、前記各硬い金属ポストが前記開口部の１つを介して前記露出上部面の上の高さま
で伸び、該はんだマスクは、前記マイクロエレクトロニクス素子の前記第１の面の上の前
記はんだマスクの前記上部面の高さが前記コンプライアントなバンプの形状よって変化す
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るようなコンフォーマルな層である、はんだマスクと、
を備える、マイクロエレクトロニクスアセンブリ。
【請求項２】
　前記傾斜遷移面は、前記コンプライアントなバンプの前記上部面と前記マイクロエレク
トロニクス素子の前記第１の面との間に拡がる、請求項１に記載のアセンブリ。
【請求項３】
　前記硬い金属ポストの前記先端部が、前記アセンブリ上で最も高い箇所を画定する、請
求項１に記載のアセンブリ。
【請求項４】
　前記コンプライアントなバンプは、前記コンプライアントなバンプの縁部間から前記マ
イクロエレクトロニクス素子の前記コンタクトが露出するように、間隔をあけて配置され
ている、請求項１に記載のアセンブリ。
【請求項５】
　前記マイクロエレクトロニクス素子が半導体ウェーハである、請求項１に記載のアセン
ブリ。
【請求項６】
　前記マイクロエレクトロニクス素子が半導体チップである、請求項１に記載のアセンブ
リ。
【請求項７】
　前記マイクロエレクトロニクス素子が、前記第１の面に絶縁保護層を備え、前記絶縁保
護層の真上に前記コンプライアントなバンプが形成されている、請求項１に記載のアセン
ブリ。
【請求項８】
　前記コンプライアントなバンプの各々が低弾性率の材料を含む、請求項１に記載のアセ
ンブリ。
【請求項９】
　前記コンプライアントなバンプの各々が誘電性材料を含む、請求項１に記載のアセンブ
リ。
【請求項１０】
　前記コンプライアントなバンプの各々が、シリコーン、エポキシ、ポリイミド、熱硬化
性ポリマー、フッ素重合体、及び熱可塑性ポリマーからなる群から選択された材料を含む
、請求項１に記載のアセンブリ。
【請求項１１】
　前記コンプライアントなバンプの前記上部面が平坦である、請求項１に記載のアセンブ
リ。
【請求項１２】
　前記傾斜遷移面は、少なくとも１つの湾曲面を含む、請求項１１に記載のアセンブリ。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つの湾曲面は、前記マイクロエレクトロニクス素子の前記第１の面か
ら伸びる湾曲面を含む、請求項１２に記載のアセンブリ。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つの湾曲面は、前記コンプライアントなバンプの前記上部面から伸び
る湾曲面を含む、請求項１２に記載のアセンブリ。
【請求項１５】
　前記トレースは、銅、金、ニッケル及び合金、これらの組合せ及び複合物からなる群か
ら選択された少なくとも１つの材料を含む、請求項１に記載のアセンブリ。
【請求項１６】
　前記硬い金属ポストの各々は、前記ポストが配置された前記コンプライアントバンプか
ら離れる方向に５０～３００μｍの高さを有する、請求項１に記載のアセンブリ。
【請求項１７】
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　前記硬い金属ポストのうちの少なくとも１つは、１００～６００μｍの直径を有する前
記ベースと、４０～２００μｍの直径を有する前記先端部とを備えた円錐台形状を有する
、請求項１に記載のアセンブリ。
【請求項１８】
　前記モノリシック金属層は、銅及び銅合金からなる群から選択された少なくとも１つの
金属から構成されている、請求項１に記載のアセンブリ。
【請求項１９】
　前記モノリシック金属層は、めっき金属層から構成され、前記トレースと接触してめっ
きされる、請求項１に記載のアセンブリ。
【請求項２０】
　前記硬い金属ポストの各々の前記先端部は、前記ポストが配置された前記コンプライア
ントバンプの前記上部面に沿った方向に幅を有し、前記幅は、前記ポストの個々のベース
の幅と等しい、請求項１に記載のアセンブリ。
【請求項２１】
　前記少なくとも１つの硬い金属ポストのうちの少なくとも１つの前記先端部は、前記少
なくとも１つの硬い金属ポストのうちの少なくとも１つの前記ベースの幅と等しい幅を有
する、請求項１に記載のアセンブリ。
【請求項２２】
　前記モノリシック金属層は、前記トレース上の前記モノリシック金属層の高さの少なく
とも垂直方向に伸びる真っ直ぐな縁部を有する、請求項１に記載のアセンブリ。
【請求項２３】
　前記モノリシック金属層の縁部は、前記トレース上の前記モノリシック金属層の高さの
垂直方向に伸びている、請求項１に記載のアセンブリ。
【請求項２４】
　第１の面と、前記第１の面においてアクセス可能なコンタクトとを有するマイクロエレ
クトロニクス素子と、
　前記マイクロエレクトロニクス素子の前記第１の面にコンプライアントな材料を堆積さ
せることによって形成される複数のコンプライアントなバンプであって、前記コンプライ
アントなバンプの各々が、前記マイクロエレクトロニクス素子の前記第１の面から離間し
た上部面と、前記上部面から離れる方向に伸びる傾斜遷移面とを有し、前記マイクロエレ
クトロニクス素子の前記第１の面が少なくとも１つの前記コンタクトと前記傾斜遷移面と
の間に露出されている、複数のコンプライアントなバンプと、
　前記コンプライアントなバンプの各々の前記上部面の上にあり、かつ前記マイクロエレ
クトロニクス素子の前記第１の面から突出する、少なくとも１つの導電性ポストと、
　前記少なくとも１つの導電性ポストと前記マイクロエレクトロニクス素子の前記コンタ
クトとを電気的に相互接続する細長い導電性要素であって、前記導電性要素のうちの１つ
の導電性要素によって前記導電性ポストの各々が少なくとも１つの前記コンタクトと電気
的に接続される、細長い導電性要素と、
　前記導電性要素の一部分を覆い、露出上部面と開口部とを有しているはんだマスクであ
って、前記導電性ポストの各々は、前記開口部の１つを介して前記露出上部面の上の高さ
まで伸びている、はんだマスクとを備え、
　前記導電性ポストの各々は、前記導電性要素から直接伸びかつ前記導電性要素の高さを
超えて該ポストの高さへと伸びるモノリシック金属層を有し、前記モノリシック金属層は
、銅、銅合金、金、及びこれらの組合せ、及びニッケルからなる群から選択された少なく
とも１つの金属から構成され、前記モノリシック金属層は、めっき金属層から構成され、
かつ前記導電性要素と接触してめっきされ、　
　前記はんだマスクは、前記マイクロエレクトロニクス素子の前記第１の面上方の前記は
んだマスクの前記上部面の高さが前記コンプライアントバンプの形状によって変化するよ
うなコンフォーマルな層である、
マイクロエレクトロニクスアセンブリ。



(4) JP 2013-138214 A5 2013.8.22

【請求項２５】
　前記マイクロエレクトロニクス素子が半導体ウェーハである、請求項２４に記載のアセ
ンブリ。
【請求項２６】
　前記マイクロエレクトロニクス素子が半導体チップである、請求項２４に記載のアセン
ブリ。
【請求項２７】
　前記コンプライアントなバンプは、前記コンプライアントなバンプの縁部間から前記マ
イクロエレクトロニクス素子の前記コンタクトが露出するように、間隔をあけて配置され
、前記コンプライアントなバンプの各々の前記傾斜遷移面は、少なくとも１つの前記開口
部に隣接して配置されて、前記マイクロエレクトロニクス素子の前記第１の面から少なく
とも１つの前記コンプライアントなバンプの前記上部面まで伸び、前記細長い導電性要素
が、少なくとも１つの前記コンプライアントなバンプの前記傾斜遷移面の上にある、請求
項２４に記載のアセンブリ。　
【請求項２８】
　前記モノリシック金属層は、銅及び銅合金からなる群から選択された少なくとも１つの
金属から構成されている、請求項２４に記載のアセンブリ。
【請求項２９】
　前記コンプライアントなバンプから離れている前記導電性ポストの各々の先端部は、前
記ポストが配置された前記コンプライアントなバンプの前記上部面に沿った方向に幅を有
し、前記幅は、前記コンプライアントなバンプに隣接する前記ポストの個々の前記ベース
の幅と等しい、請求項２４に記載のアセンブリ。
【請求項３０】
　前記コンプライアントなバンプから離れている前記少なくとも１つの導電性ポストの先
端部は、前記コンプライアントなバンプに隣接する前記少なくとも１つの導電性ポストの
ベースの幅と等しい幅を有している、請求項２４に記載のアセンブリ。
【請求項３１】
　前記モノリシック金属層は、前記導電性要素上方の前記モノリシック金属層の高さの少
なくとも垂直方向に伸びる真っ直ぐな縁部を有している、請求項２４に記載のアセンブリ
。
【請求項３２】
　前記モノリシック金属層の縁部は、前記導電性要素上方の前記モノリシック金属層の高
さの垂直方向に伸びる、請求項２４に記載のアセンブリ。
【請求項３３】
　第１の面と、前記第１の面においてアクセス可能なコンタクトとを有するマイクロエレ
クトロニクス素子と、
　前記マイクロエレクトロニクス素子の前記第１の面にコンプライアントな材料を堆積さ
せることによって形成される複数のコンプライアントなバンプであって、前記コンプライ
アントなバンプは前記コンタクトの少なくとも１つを完全には覆っていない、複数のコン
プライアントなバンプと、
　前記コンプライアントなバンプの上部面で露出され、前記コンタクトと接続している導
電性トレースと、
　前記導電性トレースの一部分を覆い、露出上部面と開口部とを有する誘電層と、
　前記コンプライアントなバンプの各々の上にあり、前記マイクロエレクトロニクス素子
の前記第１の面から離れる方向に突出する少なくとも１つの硬い金属ポストであって、前
記硬い金属ポストの各々は少なくとも１つの前記トレースと直接接触しており、前記硬い
金属ポストの各々は、前記トレースのうちの前記少なくとも１つから直接伸びかつ前記ト
レースの高さを超えて該ポストの高さへと伸びるモノリシック金属層を有し、前記モノリ
シック金属層は、銅、銅合金、金、及びこれらの組合せ、及びニッケルからなる群から選
択された少なくとも１つの金属から構成され、前記硬い金属ポストの各々は、前記開口部
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の１つを介して前記誘電層の前記上部面の上の高さまで伸びている、少なくとも１つの硬
い金属ポストと、
を備え、
　前記誘電層は、前記マイクロエレクトロニクス素子の前記第１の面の上方の前記誘電層
の前記上部面の高さが前記コンプライアントなバンプの形状に応じて変化するようなコン
フォーマルな層である、
マイクロエレクトロニクスアセンブリ。
【請求項３４】
　前記モノリシック金属層は、銅及び銅合金からなる群から選択された少なくとも１つの
金属から構成されている、請求項３３に記載のアセンブリ。
【請求項３５】
　前記モノリシック金属層は、めっき金属層から構成され、前記トレースと接触してめっ
きされる、請求項３３に記載のアセンブリ。
【請求項３６】
　前記コンプライアントなバンプから離れている前記硬い金属ポストの各々の先端部は、
前記ポストが配置された前記コンプライアントなバンプの前記上部面に沿った方向に幅を
有し、前記幅は、前記コンプライアントなバンプに隣接する前記ポストの個々の前記ベー
スの幅と等しい、請求項３３に記載のアセンブリ。
【請求項３７】
　前記コンプライアントなバンプから離れている前記少なくとも１つの硬い金属ポストの
先端部は、前記コンプライアントなバンプに隣接する前記少なくとも１つの硬い金属ポス
トのベースの幅と等しい幅を有している、請求項３３に記載のアセンブリ。
【請求項３８】
　前記モノリシックな金属層は、前記トレース上方の前記モノリシック金属層の高さの少
なくとも垂直方向に伸びる真っ直ぐな縁部を有する、請求項３３に記載のアセンブリ。
【請求項３９】
　前記モノリシック金属層の縁部は、前記トレース上方の前記モノリシック金属層の高さ
の垂直方向に伸びる、請求項３３に記載のアセンブリ。
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